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(57) Abstract

An SiC channel area (2) of a semiconductor array
comprises bumps (6) running parallel to each other
which are formed by misoriented epitaxial growth on its
surface (20). The electrical power flow in the channel
area (2) is adjusted parallel to the bumps (6). Thus,
high charge carrier mobility in the channel area (2) is
achieved.

(57) Zusammenfassung

Ein SiC-Kanalgebiet (2) einer Halbleiteranord-
nung weist durch fehiorientiertes epitaktisches Wach-
stum an seiner Oberfidche (20) parallel zueinander ver-
laufende Erhebungen (6) auf. Der elektrische StromfluB
in dem Kanalgebiet (2) wird parallel zu den Erhebun-
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gen (6) eingestellt. Dadurch erreicht man eine hohe
Ladungstrigerbeweglichkeit im Kanalgebiet (2).
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